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Here we report on surface potentials (SPs) of alkyl SAMs which are covalently bonded to Si through Si-C bonds 
[1]. In order to compare a potential difference between two SAMs with different alkyl chain lengths, a 
photolithographic technique using vacuum ultra-violet (VUV) light was employed in order to fabricate a sample 
consisting of two SAMs [2]. Figure 1A shows a KFM image of the C16-C11 system. The domain covered with 
the C11-SAM shows an SP of 18 mV lower than that of the C16-SAM domain. The obtained SP contrasts are 
summarized in Fig. 1B. The origin of these SP contrasts will be discussed in terms of C-Si interfacial dipole 
moments and molecular packing densities as well as the electronic structures of the SAM/Si systems. 
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 水素終端化 Siの表面水素原子をアルキル基で置換し、 Si-C結合を介して固定化された自
己集積化単分子膜（Self-Assembled Monolayer, SAM）を、Si表面に形成することができる[1]．
本研究では、アルキル鎖長の異なる４種類の SAM［アルキル基の炭素数に応じ、それぞれ C1, 
C11, C13, C16-SAMと呼ぶ］を作製し、その表面電位のアルキル鎖長依存性をケルビンプロ
ーブ力顕微鏡（Kelvin-probe Force Microscope, KFM）で調べた． 
 真空紫外光照射を基盤とする微細加工手法[2]を用い、複数の SAM を同一基板上に配置し
た試料を作製し、C16-SAMを基準にC1, C11, C13-SAMとの表面電位差を計測した．図 1Aは、
測定した KFM像の一例である．C11-SAMと C16-SAMの間に、約 18 mVの表面電位差が存
在する．測定結果を図 1Bにまとめた．C11, C13, C16 -SAMでは、表面電位-アルキル鎖長の
関係が直線になるが、C1-SAM の表面電位はこの直線からずれている．これは、集積分子密
度と分極状態の違いによるものと考えられる．アルキル基被覆 Siの電子状態について、光電
子収量分光法で測定した SAM 被覆 Si のイオン化ポテンシャルの値と合わせて、当日議論す
る． 

 

 
Fig. 1: A) KFM image of a C16-C11/Si system. B) Surface Potential (SP) contrasts. 
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